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Résumé de la thése

Un modéele électrique compact complet d’'un photgiistar a hétérojonction SiGe de la fonderie de
Telefunken a été élaboré avec succes. Ce modelalett en fonctionnement purement électrique
(conditions de non-éclairement du composant) commi@nctionnement optique (détection d’'une
puissance optique), et ceci en régime statique amemdynamique. Cette validation a été assurée en
comparant les résultats de la simulation du moaléde les mesures réalisées sur le PTH. Le modele
proposé peut étre utilisé pour concevoir, développsimuler des circuits opto-microondes, utiliszan
type de phototransistor. Plusieurs phénomenes gumsiont été identifiés durant le processus de
développement du modele. La contribution de laoreédie la fenétre optique au fonctionnement intguse
ou actif du phototransistor, le mouvement 2D de$epos de charge au sein de la structure du composa
en plus de l'effet de la puissance optique absoshédées capacités de jonctions et le temps dsitrdn
composant en sont des exemples. L’originalité dieasail est que notre modele prend en comptelesus
phénomenes physiques observés dans le composa# miietent sur les mesures. De plus, le modéle
proposeé est indépendant du type de polarisatida dase (tension ou courant), et I'amplification du
photocourant est assurée de fagon naturelle séissruin paramétre de modéle supplémentaire
représentant le gain optique. Ce modele est simpt®ntient un nombre minimal de nceuds, des éojst
adaptées au composant et un schéma électriqueataniiwres simplifié. Enfin, il est flexible puisgu
construit d’'une fagcon modulaire, permettant ungtataon rapide est aisée a d’autres technologid3Tdé
en changeant seulement le jeu de parameétres duareifle en désactivant certains phénomeénes phasiqu
(forte injection, auto-échauffement, photodiodeagéde du substrat...) qui peuvent étre négligés dans

certaines technologies.

Mots-clés: modélisation électrique, modele compatubtotransistor a hétérojonction SiGe, PTH,
photodétecteur, responsivité, gain optiqgue-micr@prdacuits opto-microondes intégrés, bruit du

phototransistor.
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